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シンチレータは単一の電離放射線を、数万の紫外～可視光子に即発的に変換する量子エネルギ

ー変換材料の一種であり、医療 (X 線 CT、PET)、空港の荷物検査等のセキュリティ、資源探査、

宇宙や素粒子と言った高エネルギー物理学などに広く用いられている [1]。このような多岐にわた

る応用に対し、万能な特性を有する物質はなく、用途に応じて様々なシンチレータが使い分けら

れている。これまでの研究においては、絶縁体母材中に微量の希土類や遷移金属元素を添加して

発光中心を形成する形式が一般的であり [1]、半導体結晶のシンチレーションに関しては、ZnO 系

材料の研究が大半であった [2-4]。本研究においては、青色発光 LED 用途で実用化がなされてい

る GaN のシンチレーション特性を報告する。GaN シンチレータに関する既報は、Si を添加し、

さらに中性子に感度を持たせるべく LiF や Gd と混合したものしかない [5]。放射線は通常の可

視紫外光に比べコリメートも難しいため、一般的な評価では試料全体に照射される。そのため既

報 [5] においては GaN そのもののシンチレーションを観測しているとは言い難い。そこで本研

究では、バルクの GaN 結晶の光学およびシンチレーション特性を評価した。 

5 × 5 × 0.4 mm3 の角板形状を有しているものを用いた。サンプルに対し、基礎的な光学特

性として透過率 (JASCO V670)、フォトルミネッセンス (PL, JASCO FP8600) を測定した。PL 蛍

光寿命は浜松ホトニクスのカンタウルス QY を用いて測定した。その後、X 線励起発光スペクト

ルを測定した。詳細な測定方法やジオメトリは既報に記載している [6]。またシンチレーション蛍

光減衰時定数は、浜松ホトニクス社のパルス X 線ストリークカメラ [7] で計測し、比較として分

子科学研究所 UVSOR にてシンクロトロン光を用いた蛍光時定数も計測した。UVSOR における

計測法に関しては、既報 [8] に記載してある。 

図 1 には X 線照射時のシンチレーション発光スペ

クトルを示す。通常この種の計測は透過型で行われる

が、自己吸収の影響を避けるため、反射型にて計測を

行った。バンド端発光による 365 nm のラインに加え、

欠陥起因の発光強度が強かった。本講演では、基礎的

な光学特性と放射線誘起物性に関して議論する。 
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図 1 X 線照射によるシンチレーショ

ン発光スペクトル。 

第 61 回応用物理学会春季学術講演会　講演予稿集（2014 春　青山学院大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

19a-PA1-8

02-008


